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Transistor Type Number

●
 

트랜지스터의
 

명칭은
 

전자기기
 

제품
 

업체가

독자적으로 정한 것도 있으나 통일된 명칭으

로서는 미국의 전자 공업회(EIA)의 명칭과 일

본의 전자기계 공업회(CES) 표준 구격의 명

칭이 일반적이다



EIA의 방식

● 명칭은 숫자 문자 숫자의 순으로 되어있다.

● 처음의 숫자는 PN접합의 수를 의미한다.

● 0일 때는 광 트랜지스터, 1일 때는 2극을,

2의 숫자일 때 3극의 트랜지스터를 나타낸다.

● 영문자 N은 반도체 제품을 나타내고 그 다음

숫자는 품종을 구별케 한다. 

<숫자 뒤에 영문자가 있을 경우 개량형임을 뜻한다.>  



미국의 전자공업회<EIA>명칭

● 미국의 전자 공업회(EIA)의 명칭의 예

2 N 3 9 0 4,   2 N 3 9 0 4 A

2 N 3 9 0 6,   2 N 3 9 0 6 A



CES의 방식

● CES 방식은 숫자,S자,문자,숫자 순으로 되어 있느데
처음 숫자는 PN접합면의 수를 나타내는 것으로 1은 2극
( 일반적으로 Diode), 2는 3극 트랜지스터임을 나타낸다. 
S 자는 반도체(Semi-Conductor) 제품임을 표시하며 그
다음 문자가 A 면 PNP 타입으로 고주파용, B 면 PNP 타
입으로 저주파용, C 면 NPN 타입으로 고주파용, D 면
NPN 타입으로 저주파용, 임을 각각 나타내고 있다.
그리고 그다음의 숫자는 품종을 구별하는 등록 번호 이다. 



일본의 전자기계공업회(CES)명칭

● 일본의 전자기계 공업회(CES)의 명칭의 예

2 S A 1 0 1 5, 2 S B 8 3 0 

2 S C 1 8 1 5, 2 S D 8 8 0 



문자 구조 및 용도

A PNP트랜지스터, 고주파용

B PNP트랜지스터, 저주파용

C NPN트랜지스터, 고주파용

D NPN트랜지스터, 저주파용

E P 게이트
 

사이리스터

F N 게이트
 

사이리스터

G N 베이스
 

단일
 

접합
 

트랜지스
 터

H P 채널 FET

I N 채널 FET

J 3극
 

양방향
 

사이리스트



●사진
 

좌측은
 

２ＳＣ１８１
５이라고

 
말하는

 
것이며, 디

 지털
회로에서는

 
많이

 
사용한다．

사진
 

우측은
 

２ＳＤ８８
０이고

 
큰

 
전류를

 
취급하

고
 

싶은
 

때에
 

사용한다．

전기적
 

특성은
 

각각
 

아래
와 같이 되어 있다. 



VCEO：베이스(B)을 오픈상태에서 콜렉터(C)과 에미터(E)에 걸리는 최대
전압．
（단지 VCE이라고 표현하는 경우도 있다）

IC：최대 콜렉터(C) 전류. 
PC：주위 온도(Ta)=25℃ 로 유지하고 사용할수 있는 최대 콜렉터(C)손
실(방열판 부착시) 
hFE：에미터(E) 접지로 직류에 대한 전류 증폭 율．(IC÷IB)

fT：고주파 특성，에미터 접지의 전류 증폭률이 1 (0㏈) 이 되는 주파수．
fT = 고주파 hfe ×측정 주파수

기 호 ２ＳＣ１８１５ ２ＳＤ８８０

VCEO(V) 50 60 

IC(mA) 150 3A 

PC(mW) 400 30W 

hFE 70~700 60~300 

fT(MH) 80 3 



●２ＳＣ１８１５ (NPN)의
 

경우
 품명이

 
인쇄되어

 
있는

 
평탄한

 
면을

 앞으로
 

하고,
 

오른쪽이
 

베이스
 한가운데가

 
콜렉터

 왼쪽이
 

에미터
 

2SC3198(NPN), 2SA1015(PNP), 
2SA1266(PNP) 등이 같은 리드선 이

 다.



●
 

２ＳＤ８８０의
 

경우
 품명이

 
인쇄되고

 
있는

 
면을

 
앞으로

 하고．
 

오른쪽이
 

에미터
 한가운데가

 
콜렉터

 왼쪽이
 

베이스
 

２ＳＣ１８１５와는
 

반대이다.



4.5 Finding Out Transistor Polarity

NPN트랜지스터는 다이오드 두 개를 연결한 것과 같으므
로 하나의 단자를 공통으로 하여 흑색 리드를 고정시키고
나머지 두 단자에 각 적색 리드를 접속하여 저항 값이
10Ω정도가 되면 흑색 리드를 위치시킨 단자가 베이스가
된다.

흑색과 적색 리드를 두 단자에 위치시켰을 때 100R 
Range 에서 저항 값 이 적게 나오면 흑색 리드 쪽이 이
미터가 되고 적색 리드 쪽이 컬랙터가 된다.

반대로 연결했을 경우에는 저항 값이 크다.

<PNP형은 반대로 생각한다>



NPN 트랜지스터



NPN 트랜지스터 극성



4.6 Transistor Packages and 
Terminal ldentification

1. 트랜지스터의 분류

1) 범용의-소신호 트랜지스터

●범용의-소신호
 

트랜지스터들은
 

저전력
 

또는
 중간전력

 
증폭기나

 
스위칭회로

 
사용된다.

●핀 연결 상태로 이미터, 베이스 및 컬렉터를 확
인할 수 있다.



<중간전력
 

증폭기>

●대전력
 

송신기
 

등의
 

경우
 

종단
 

증폭기에
 

충분한
 입력을 공급하기 위해 여진기와 종단 증폭기 사이에

 넣는
 

고주파
 

증폭기

<스위칭 회로>

●컴퓨터에 사용되는 회로의 일종으로 0과 1의 상
태를 발생시켜 2진법의 정보를 표현한다. 여기서 0
의 상태와 1의 상태의 전환을 스위치라고 하고, 이
러한 기능을 가진 회로를 스위칭회로이다. 



2) 전력 트랜지스터

●전력 트랜지스터는 큰 전류나 큰 전압을 다루
는 데 사용된다.

Ex)스트레오 시스템에서 음성출력단은 스피커를
구동하기 위해 전력트랜지스터 증폭단을 사용 한
다

●응용: 금속 탭 또는 금속케이스는 컬렉터로 표
시되고 열 발산 을 위해 방열 판에 연결한다.



전력 트랜지스터



3) RF 트랜지스터(고주파트랜지스터: Radio           

Frequency TR)

● RF 트랜지스터는 극히 높은 주파수에서 동작

한다.

● 통신 시스템이나 그 밖의 높은 주파수 응용에

여러 목적으로 사용된다.

● 독특한 모양과 리드 구조들은 높은 주파수 파

라미터를 최적화 하기 위해서 설계한다.



트랜지스터 패키지



감사합니다.
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